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１．概要（Summary） 
 Fig. 1 に示すシリコンウエハーを用いたサブミリ

波帯(300GHz-3000GHz)の高効率アンテナにおいて，

ウェハー表面に施す金めっきプロセスが高い導電率

特性を実現するための条件を明らかにすることとし

た。 
 350GHz 帯アンテナにおいて，金メッキの下

地として，クロム電子ビーム蒸着だけの場合と，

さらに無電解ニッケルめっきを施した場合を検

討し，特性を測定して比較した。 

 
Fig. 1. Antenna structure 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

金メッキ装置，EB 蒸着装置 
【実験方法】 
アンテナのパターンをエッチングした5枚のシリコ

ンウェハ(厚さ 0.2mm，直径 4 インチ)に，前処理のあ

と下地を施した。下地としては，(a)クロムを電子ビー

ム蒸着した場合と，(b)さらに無電解ニッケルメッキを

施した場合を検討した。いずれもその後，電気めっき

で金メッキを厚さ 3 µm 以上形成した。その際の浴温

は 65 度，5mA/cm2の電流を 12 分間流した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 昨年度の結果では，直線導波路および共振器に関し

て，下地としてクロムを電子ビーム蒸着した場合の方

が，さらに無電解ニッケルメッキを施した場合よりも

良い特性が得られた。 
 そこで，今年度，まず下地としてクロムを電子ビー

ム蒸着した場合でアンテナを試作した。しかし，その

時の利得は設計値に比べ約 20dB 低い結果となった。

下地としてクロムを電子ビーム蒸着で場合，直線導波

路や共振器のような簡単な構造では，導波路側面に金

属膜をきちんと形成できるのに対し，アンテナでは，

並列給電回路や放射スロット層などが複雑な構造で

あるために，きちんと形成できなかったと考えられる。 
 次に，下地にさらに無電解ニッケルメッキを施して

アンテナを試作した。16x16 素子アレーアンテナの利得

の周波数特性を測定し，利得 3dB 低下比帯域が約

10%(帯域幅 35GHz)と，並列給電の特長である広帯域特

性が初めて実験で確認できた。メッキ液に浸すことで導波

路側面全体にニッケルメッキが形成されたと考えられる。 
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